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主 

題 
如何防止將 TAIE 溫控器 EEPROM 記憶体寫爆 

案 

由 

1. 鑒於客戶反應，當通訊主控端(如人機介面或 PC…等)，與溫控器連接時，偶爾會發生 

EEPROM over-cycle 的情況(即俗稱的記憶体寫爆)。 

2. 本文針對發生原因、異常現象、處理方法以及預防對策加以說明。 

狀 

況 

敘 

述 

 

1, 溫控器內部是由 EEPROM(非揮發性記憶体)作為其記憶元件，此記憶体會將溫控器內所有 

參數值留存。 

2. 例如設定值(SV)，警報值(AL1)，PID 值等等，當電源重置後，記憶的數值並不會消失， 

依然留存，以便作為每一次開機機後重複使用。 

3. 當發生記憶体位置 over-cycle 寫爆以後，再執行通訊參數修改，或是以按鍵修改參數， 

溫控器會在 PV 的位置顯示  “RAMF”  (圖一)，造成使用者的困擾。 

 

 (圖一)  

 

原 

因 

分 

析 

1. EEPROM 是由記憶單元(memory unit)所組成的，每個記憶單元可儲存一筆參數，而記憶 

單元都會有寫入次數的限制(讀取不受限)， 
     

2. 根據 EEPROM 的製造商所提供的 DATASHEET 裡載明是 100 萬次 (圖二)。 
     

3. 當寫入記憶單元超過 100 萬次時，該記憶單元即會失效，而溫控器檢測到記憶單元失效 

時就會顯示異常訊息＂RAMF＂。 
     

4. 通常由按鍵修改參數，並不可能修改到 100 萬次，而會發生這種錯誤情況，大都是帶有 

通訊功能的溫控器才會發生。 
     

5. 根據統計，大多數是工程師在程式設計時，以 “無窮回圈”的方式去寫入參數值，才會 

造成這種故障情況 (圖三)。 
     

6. 若客戶想利用通訊方式，來修改溫控器數值(ex :寫入 SV)，一旦以這種“無窮回圈”的 

方式來設計程式，那很快就將 EEPROM 寫到超過 100 萬次，而發生故障。  
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原 

因 

分 

析   

        

(圖二)                          (圖三)                 (圖四) 

臨 

時 

處 

置 

1. 當溫控器 PV 顯示”RAMF”字樣時，(EEPROM 發生 over-cycle 的情況)，表示該記憶体的 

物理特性已被破壞，無法再進行 data 記憶。 

2. 此時只能將溫控器送回工廠修理，更換 EEPROM，並重新針對溫控器校正及新參數寫入。  

預 

防 

對 

策 

 

1. TAIE 的溫控器具備兩種通訊協定，即 (1) Modbus-rtu 通訊協定  (2)TAIE 通訊協定。 
     

2. 使用人機介面或 PC，透過通訊方式讀、寫溫控器參數時，程式設計請考量下列準則: 
     

a. Modbus-RTU 通訊協定： 

建議程式設計師以”單次寫入”的方式設計程式，並搭配”重試次數 3~5 次”的 

功能(圖四)，即可有效避免 EEPROM over-cycle 的情況發生 
     

b. TAIE 通訊協定： 

要寫入參數時，下＂M＂的指令(見通訊手冊)，此命令只會寫入 CPU 的 RAM ，但並不 

會寫入 EEPROM，如此一來參數即可做無限次的修改 

要注意的是，一旦關掉電源，data 也會消失 
     

3. 當顯示＂RAMF＂的錯誤訊息時, 表示 EEPROM 內某個記憶單元已失效，但溫控器仍然是 

處於可使用的狀態，顯示、控制，通訊等功能皆不受影響。 
     

4. 切換參數後回到 PV/SV 時，RAMF 訊息即可消失，須等到再次執行”寫入”動作時才會出現。 

  

 

 


